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1 はじめに

現在、60GHzの周波数帯を用いた無線通信が盛んに研
究されている。無線通信以外にも、極めて鋭い指向性を

利用して、車載レーダー等にも用いられている。受信機

の前段回路には低雑音増幅器 (LNA)が用いられる。高
い周波数の場合は、寄生素子の影響が顕著である。本研

究ではインダクタを用いたミリ波用 LNAについて、寄
生相互インダクタンスの影響を検討する。

2 寄生相互インダクタンスの検討

図 1に、寄生相互インダクタンスの結合係数とインダ
クタ間の距離の関係を示す。電磁界シミュレータ (HFSS)
を用いた。W はインダクタの幅、D はインダクタの外
径，横軸は二つのインダクタ間の距離である。インダク

タの距離を 10 µmから 100 µmに変化させると、結合
係数が 0.05から 0.005まで低下する。ミリ波用 LNAに
おける寄生相互インダクタンスの影響をシミュレーショ

ンにより求めた。LNAの回路を図 2に示す。図 2にお
いて入力マッチング用 Lgと Ls、中間ノードのインピー

ダンス補償用の Lseと負荷の Ldの四つのインダクタを

用いた [1]。結合係数を 0.05とした。CMOS 90 nmプロ
セスを想定した。

3 シミュレーション結果

図 3にシミュレーション結果を示す。周波数 60 GHz
で、入力マッチングと利得の結果を示す。寄生相互イン

ダクタンスが負の場合、入力マッチングと利得は劣化す

る。図 3(c)を示すように、負荷インダクタンスに関す
る寄生相互インダクタンスが一番大きな影響を持つ。

4 まとめ

本発表では、インダクタンスを用いたミリ波用 LNA
について、寄生相互インダクタンスの影響を検討した。

寄生相互インダクタンスにより、入力マッチングと利得

が劣化することがわかった。特に負荷インダクタ Ldに

関しての寄生相互インダクタンスは大きい影響を持つ。
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図 1 結合係数とインダクタ間距離.
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図 2 LNAの回路図.
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図 3 寄生相互インダクタンスの影響. (a) S11. (b)
Gain. (c) S11 における個別の影響.


